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第 3 章は燐エミッターのトランジスタで燐の拡散中に起る EDE に関する研究でEDE の挙動と E
DEの発生機構を解明するために行った実験結果について述べている。
。6qδ ? ?
第 4 章は一般に EDEが生じないと考えられているヒ素エミッタートランジスタでも，ヒ素拡散後，
低温熱処理を加えると EDEが起ることを先ず示している。次に第 3 章と同様に， EDEの発生機構
を明らかにするために行った実験結果について述べている。



















って拡散工程を改良し，押し出し効果を抑制することによってヒ素エミッターで 4 ~ 6 GHz帯のマイ
クロ波・バイポーラトランジスタの開発に成功している。
以上述べた様に本論文は半導体工学上重要な知見を含み，半導体素子製造設計技術に寄与する所が
大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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